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(57) Abstract : In order to detach a silicon thin film from a starting substrate by splitting, a step of implanting species within the
starting substrate (10) through a free surface is carried out in order to form a weakening layer (13), at least one intermediate step at
a temperature of at least 450°C betore and/or after an optional securing step for tightly contacting the free surface with a stiffener,
and then a detachment step by splitting along the weakening layer. The implantation step comprises implanting boron, helium, and
hydrogen in any order at implantation energies such that maximum boron and helium concentrations are obtained substantially at
one and the same depth, with a maximum ditference of 10 nm, said maximum concentrations being at a shallower level than the
maximum hydrogen concentration, and at implantation doses such that the boron dose is at least equal to 5.10" B/cm? and the
total helium and hydrogen dose is at least equal to 10 atoms/cm?® and at most equal to 4.10% atoms/cm?, preferably at most equal
to 3.10% atoms/cm?.

(57) Abrégé : Pour le détachement par fracture d'un film mince de silicium a partir d'un substrat de départ, on effectue une étape
d'implantation d'espéces au sein du substrat de départ 10, au travers d'une face libre, en vue de la formation d'une couche de
fragilisation 13, au moins une étape intermédiaire a une température d'au moins 450°C, avant et/ou aprés une étape optionnelle de
solidarisation pour mettre la face libre en contact intime avec un raidisseur, puis une étape
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de détachement par fracture le long de la couche de fragilisation. L'étape d'implantation comporte une implantation de bore, une
implantation d'hélium et une implantation d'hydrogéne, dans un ordre quelconque, avec des énergies d'implantation telles qu'on
obtient des maxima de concentration en hélium et en bore sensiblement & une méme profondeur, avec un écart d'au plus 10 nm,
ces maxima étant moins profonds que le maximum de concentration en hydrogéne, et avec des doses d'implantation telles que la
dose de bore est au moins égale a 5.10" B/cm? et la dose totale d'hélium et d'hydrogéne est au moins égale a 10" atomes/cm” et au
plus égale a 4.10'¢ atomes/cm?, de préférence au plus égale a 3.10" atomes/cm?.



